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期待される研究成果： 高品質なホイス
ラー合金の諸性質が明らかになり、スピ
ントロニクス素子への実応用に向けた
課題抽出が可能となる。

GaAｓ基板上に成長したホイスラー合金
の高速電子線回折像の一例
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研究成果（実施状況）： ホイスラー合金
の分子線エピタキシによる単結晶成長
を行った。高速電子線回折像(図)から
成長条件を調整することで単結晶成長
が可能であることを示した。また、組成
分析からストイキオメトリックな組成を持
つことも分かった。

せ

成長温度200oCの際の電子線回折像
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